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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板によって支持され、磁場応答信号部分を含む出力信号を生成するための磁場感知素
子と、フィードバック回路と、を備え、前記磁場応答信号部分は、第１の磁場に対する感
度を有し、
　前記フィードバック回路は、
　　前記基板によって支持され、前記磁場感知素子に隣接し、第２の磁場を生成するため
の電流導体と、
　　利得調整信号を生成するためのイネーブル信号に応答して利得演算信号をサンプル／
ホールドするように構成されたサンプル／ホールド回路を含み、前記第２の磁場に応答す
る前記利得演算信号と前記利得調整信号の両方を生成するように構成されている利得演算
回路と、
　　前記基板によって支持され、前記利得調整信号を受け取るために結合される利得調整
ノードを有し、前記利得調整信号に応答して前記磁場応答信号部分の感度を調整するよう
に構成されている、利得調整回路と、
　　前記基板によって支持され、第１の圧電出力信号が生成されるノードを有する第１の
ピエゾ抵抗器と、を備え、
　　前記第１の圧電出力信号は、第１の方向における前記基板の歪みに応答し、また前記
第２の磁場にも応答し、前記第１の圧電出力信号は、前記利得調整信号に関連する、
磁場センサ。
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【請求項２】
　前記磁場感知素子によって生成される前記出力信号は、前記磁場応答信号部分と、また
前記第２の磁場に応答し、前記利得調整信号に関連する利得調整信号関連部分との両方を
含み、前記利得調整信号関連部分は、ＡＣ信号成分を含み、前記磁場センサは、前記磁場
感知素子に結合され、前記磁場応答信号部分から前記利得調整信号関連部分を分離するよ
うに構成されているフィルタ回路をさらに備える、請求項１に記載の磁場センサ。
【請求項３】
　前記フィードバック回路は、
　電流パルスが生成される出力ノードを有する電流生成器回路をさらに備え、前記電流導
体は、前記第２の磁場をもたらす前記電流パルスを受け取るために結合され、前記利得調
整信号関連部分の前記ＡＣ信号成分は、前記電流パルスのＡＣ信号成分に関連する、
請求項２に記載の磁場センサ。
【請求項４】
　前記磁場感知素子は、ホール効果素子であり、前記利得調整回路は、前記ホール素子に
結合される電流生成器を備え、前記電流生成器は、前記利得調整信号を受け取るために結
合される制御ノードを有する、請求項１に記載の磁場センサ。
【請求項５】
　前記利得調整回路は、前記磁場感知素子から前記出力信号を受け取るために結合される
増幅器を備え、前記増幅器は、前記利得調整信号を受け取るために結合される制御ノード
を有する、請求項１に記載の磁場センサ。
【請求項６】
　前記フィードバック回路は、
　前記基板によって支持される第２のピエゾ抵抗器をさらに備え、前記第１および第２の
ピエゾ抵抗器のそれぞれは、それぞれの一次応答軸を有し、前記第１および第２のピエゾ
抵抗器は、そのそれぞれの一次応答軸が、概して垂直になるように相対配向に配設され、
前記第２のピエゾ抵抗器は、第２の圧電出力信号が生成されるノードを有し、前記第２の
圧電出力信号は、前記第１の方向に、概して垂直な第２の方向における前記基板の歪みに
応答し、また前記第２の磁場にも応答し、前記第２の圧電出力信号はまた、前記利得調整
信号に関連し、前記利得演算回路は、前記第１および第２の圧電出力信号に関連する信号
を受け取るために結合される第１および第２の入力ノードと、前記利得調整信号が生成さ
れる出力ノードとを有する結合回路を備える、
請求項１に記載の磁場センサ。
【請求項７】
　前記電流導体は、第１および第２の電流導体を備え、前記第２の磁場は、第１および第
２の磁場部分を含み、前記第１のピエゾ抵抗器は、前記第１の磁場部分に応答し、前記第
２のピエゾ抵抗器は、前記第２の磁場部分に応答する、請求項６に記載の磁場センサ。
【請求項８】
　前記磁場感知素子によって生成される前記出力信号は、前記磁場応答信号部分と、また
前記第２の磁場に応答し、前記利得調整信号に関連する利得調整信号関連部分との両方を
備え、前記利得調整信号関連部分は、ＡＣ信号成分を含み、前記磁場センサは、前記磁場
感知素子に結合され、前記磁場応答信号部分から前記利得調整信号関連部分を分離するよ
うに構成されているフィルタ回路をさらに備える、請求項６に記載の磁場センサ。
【請求項９】
　前記フィードバック回路は、
　電流パルスが生成される出力ノードを有する電流生成器回路をさらに備え、前記電流導
体は、前記第２の磁場をもたらす前記電流パルスを受け取るために結合され、前記利得調
整信号関連部分の前記ＡＣ信号成分は、前記電流パルスのＡＣ信号成分に関連する、請求
項８に記載の磁場センサ。
【請求項１０】
　前記磁場感知素子は、ホール効果素子であり、前記利得調整回路は、前記ホール素子に
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結合される電流生成器を備え、前記電流生成器は、前記利得調整信号を受け取るために結
合される制御ノードを有する、請求項６に記載の磁場センサ。
【請求項１１】
　前記利得調整回路は、前記磁場感知素子から前記出力信号を受け取るために結合される
増幅器を備え、前記増幅器は、前記利得調整信号を受け取るために結合される制御ノード
を有する、請求項６に記載の磁場センサ。
【請求項１２】
　温度閾値を上回っている温度に応答して、温度イネーブル信号を生成するように構成さ
れている温度閾値回路をさらに備え、前記フィードバック回路の選択された部分は、前記
温度イネーブル信号の状態に応じて、オンまたはオフする、請求項１に記載の磁場センサ
。
【請求項１３】
　パワーオンである前記磁場センサに応答して、パワーオンイネーブル信号を生成するよ
うに構成されているパワーオン回路をさらに備え、前記フィードバック回路の選択された
部分は、前記パワーオンイネーブル信号の状態に応じて、オンまたはオフする、請求項１
に記載の磁場センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、磁場センサに関し、より詳細には、磁場に対する磁場センサの感度
を感知し、調整する回路を有する磁場センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁場センサは、様々なタイプの磁場感知素子、例えば、ホール効果素子、磁気抵抗素子
を使用し、これらの素子は、大抵、様々な電子部品に結合され、共通の基板の上に全て配
設される。磁場センサ素子（および磁場センサ）は、様々な性能特性によって特徴付けら
れることができ、その１つが、出力信号振幅と、磁場感知素子がさらされる磁場との関係
に関して示されることが可能な感度である。
【０００３】
　磁場感知素子の、したがって、磁場センサの感度は、いくつかのパラメータとの関連で
変わることが知られている。例えば、感度は、磁場感知素子の温度の変化との関連で変わ
る可能性がある。別の例では、感度は、磁場感知素子がその上に配置される基板上にもた
らされる歪みとの関連で変わる可能性がある。このような歪みは、基板を含む集積回路を
製造するときに、基板上にもたらされる可能性がある。例えば、歪みは、基板のカプセル
化、例えば、プラスチックカプセル化を形成するために使用される成形化合物の硬化によ
って生じる応力によってもたらされる可能性がある。
【０００４】
　磁場センサの温度の変化は、温度の変化による感度の変化を直接的に招く可能性がある
ことは認識されるであろう。しかし、磁場センサの温度の変化はまた、温度が、磁場感知
素子がその上に配設される基板上に歪みを与える場合、感度の変化を間接的に招く可能性
もある。
【０００５】
　磁場センサおよび磁場感知素子の感度の変化は望ましくない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　磁場感知素子を含む磁場センサが、磁場感知素子の感度を直接的にか、または間接的に
測定することが可能であり、それに応じて、磁場センサの感度を調整することが可能であ
る。そのため、磁場センサは、両方の存在が、普通なら、磁場センサの感度を変えやすい
可能性がある温度逸脱の存在下または製造段階の存在下で、概して、不変な磁場への感度
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を維持する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の１つの態様により、磁場センサが、基板によって支持される磁場感知素子を含
む。磁場感知素子は、磁場応答信号部分を含む出力信号を生成するためのものである。磁
場応答信号部分は、第１の磁場に対する感度を有する。磁場センサはまた、フィードバッ
ク回路を含み、その回路は、基板によって支持され、磁場感知素子に近接する電流導体を
含む。電流導体は、第２の磁場を生成するためのものである。フィードバック回路はまた
、第２の磁場に応答する利得調整信号を生成するように構成されている利得演算回路を含
む。磁場センサはまた、基板によって支持され、利得調整信号を受け取るために結合され
る利得調整ノードを有する利得調整回路を含む。利得調整回路は、利得調整信号に応答し
て、磁場応答信号部分の感度を調整するように構成されている。
【０００８】
　本発明の別の態様により、磁場センサが基板によって支持される磁場感知素子を含む。
磁場感知素子は、磁場応答信号部分を含む出力信号を生成するためのものである。磁場応
答信号部分は、第１の磁場に対する感度を有する。磁場センサはまた、フィードバック回
路を含む。フィードバック回路は、基板によって支持される第１のピエゾ抵抗器を含む。
第１のピエゾ抵抗器は、第１の圧電出力信号が生成されるノードを有する。第１の圧電出
力信号は、第１の方向における基板の歪みに応答する。フィードバック回路はまた、基板
によって支持される第２のピエゾ抵抗器を含む。第１および第２のピエゾ抵抗器はそれぞ
れ、それぞれの一次応答軸を有し、第１および第２のピエゾ抵抗器は、それらのそれぞれ
の一次応答軸が、概して、垂直になるように、相対配向で配設される。第２のピエゾ抵抗
器は、第２の圧電出力信号が生成されるノードを有する。第２の圧電出力信号は、概して
、第１の方向に垂直な第２の方向における基板の歪みに応答する。フィードバック回路は
さらに、第１および第２の圧電出力信号に関連する信号を受け取るために結合される第１
および第２の入力ノードと、利得調整信号が生成される出力ノードとを有する結合回路を
含む。磁場センサはまた、基板によって支持される利得調整回路を含み、それは、利得調
整信号を受け取るために結合される利得調整ノードを有する。利得調整回路は、利得調整
信号に応答して、磁場応答信号部分の感度を調整するように構成されている。
【０００９】
　本発明の前述の特徴、ならびに本発明それ自体は、図面の以下の詳細な説明から、より
十分に理解され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】利得調整回路に結合される磁場感知素子、ここでは、ホール効果素子を有する回
路のブロック図であって、利得調整回路は、利得調整信号を供給して、利得調整回路の利
得を調整するように構成されているフィードバック回路に結合されており、いくつかの実
施形態においては、フィードバック回路は、温度閾値回路および／またはパワーオン回路
を含む、図である。
【図１Ａ】図１の温度閾値回路として使用可能な温度閾値回路の例示的な実施形態を示す
ブロック図である。
【図１Ｂ】図１の温度閾値回路として使用可能な温度閾値回路の別の例示的な実施形態を
示すブロック図である。
【図１Ｃ】図１のパワーオン回路および温度閾値回路の代わりに使用可能な一体化パワー
オン温度閾値回路を示すブロック図である。
【図２】図１の回路の特定の実施形態のブロック図であって、フィードバック回路は、２
つのピエゾ抵抗器を含み、利得調整回路は、利得調整可能な前置増幅器を備える、図であ
る。
【図２Ａ】図１の回路の別の特定の実施形態のブロック図であって、フィードバック回路
は、２つのピエゾ抵抗器を含み、利得調整回路は、ホール効果素子に結合される調整可能
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な電流源を備える、図である。
【図３】図１の回路の別の特定の実施形態のブロック図であって、フィードバック回路は
、ホール効果素子に隣接する導体を含み、利得調整回路は、利得調整可能な前置増幅器を
備える、図である。
【図３Ａ】図１の回路の別の特定の実施形態のブロック図であって、フィードバック回路
は、ホール効果素子に隣接する導体を含み、利得調整回路は、ホール効果素子に結合され
る調整可能な電流源を備える、図である。
【図３Ｂ】図１の回路の別の特定の実施形態のブロック図であって、フィードバック回路
は、第２のホール効果素子を含み、利得調整回路は、ホール効果素子に結合される調整可
能な電流源を備える、図である。
【図４】図１の回路の別の特定の実施形態のブロック図であって、フィードバック回路は
、２つのピエゾ抵抗器を含み、またそれぞれのピエゾ抵抗器に隣接するそれぞれの導体も
含み、利得調整回路は、ホール効果素子に結合される調整可能な電流源を備える、図であ
る。
【図４Ａ】図１の回路の別の特定の実施形態のブロック図であって、フィードバック回路
は、２つのピエゾ抵抗器を含み、またそれぞれのピエゾ抵抗器に隣接するそれぞれの導体
も含み、利得調整回路は、ホール効果素子に結合される調整可能な電流源を備える、図で
ある。
【図４Ｂ】図１の回路の別の特定の実施形態のブロック図であって、フィードバック回路
は、２つのピエゾ抵抗器を含み、またホール効果素子に隣接する導体も含み、利得調整回
路は、ホール効果素子に結合される調整可能な電流源を備える、図である。
【図５】磁場感知素子と２つのピエゾ抵抗器との関係を示すブロック図である。
【図６】磁場感知素子と、磁場感知素子に隣接する電流導体とを示すブロック図である。
【図７】磁場感知素子と、２つのピエゾ抵抗器と、それぞれのピエゾ抵抗器に隣接するそ
れぞれの導体とを示すブロック図である。
【図８】磁場感知素子と、磁場感知素子の周囲に複数のループで形成された電流導体とを
示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明を説明する前に、いくつかの導入的な概念および専門用語を説明する。本明細書
において使用される限りでは、用語「磁場感知センサ」は、「磁場感知素子」を含む回路
を説明するために使用される。磁場センサは、電流導体に流れる電流によって生成される
磁場を感知する電流センサと、強磁性物体の接近を感知する磁気スイッチと、強磁性品目
を、例えば、リング磁石の磁区を通過して感知する回転検出器と、磁場の磁場密度を感知
する磁場センサとを含むが、それらに限定されない様々な用途に使用される。用語「磁場
センサ」は、本明細書においては、語句「磁場を感知するための回路」と同義に使用され
る。
【００１２】
　磁場感知素子はホール効果素子であることが、以下に示され、説明されるが、他の構成
においては、磁場感知素子は、ホール効果素子であっても、磁気抵抗素子であっても、ま
たは磁気トランジスタであってもよく、しかし、それらに限定されない。知られているよ
うに、種々のタイプのホール効果素子、例えば、平面ホール素子、および垂直ホール素子
がある。また知られているように、種々のタイプの磁気抵抗素子、例えば、巨大磁気抵抗
（ＧＭＲ）素子、異方性磁気抵抗（ＡＭＲ）素子、トンネリング磁気抵抗（ＴＭＲ）素子
、および磁気トンネル接合（ＭＴＪ）がある。
【００１３】
　本明細書において使用される限りでは、用語「ピエゾ抵抗器」は、ピエゾ抵抗器の歪み
に関連する抵抗を有する回路素子を説明するために使用される。従来のピエゾ抵抗器は知
られている。しかし、明白になるであろうように、後述するいくつかの構成においては、
ピエゾ抵抗器はまた、ピエゾ抵抗器によって経験される磁場に関連する抵抗を有すること
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が可能であり、このように、いわゆる「磁気抵抗器」として機能することもまた可能であ
る。後述するピエゾ抵抗器が、歪みおよび磁場の両方に関連する抵抗を有するためには、
ピエゾ抵抗器は、磁場に対するピエゾ抵抗器の感度を高めるために、従来のピエゾ抵抗器
よりも大きく（例えば、より長く）作製可能である。しかし、本明細書において使用され
る限りでは、用語「ピエゾ抵抗器」はまた、従来の磁気抵抗素子も含む。
【００１４】
　図１を参照すると、磁場を感知するための例示的な回路１０が、磁場感知素子２０、こ
こでは、ホール効果素子を含む。ホール効果素子２０は、電流源２４から駆動電流２２を
受け取るために結合され、差動ホール電圧信号２６、２８を生成するように構成されてお
り、それは、利得調整回路１４に結合される。利得調整回路１４は、電流源２４を含み、
また前置増幅器３０も含む。前置増幅器３０は、差動入力信号２６、２８を増幅するよう
に、かつ増幅信号３２を生成するように構成されている。回路１０はまた、別の回路素子
３４も含むことが可能であり、それは、いくつかの構成においては、（線形）増幅器であ
り、他の構成においては、比較器である。
【００１５】
　回路１０はまた、ホール効果素子２０の感度を直接的にか、または間接的に感知するよ
うに構成されているフィードバック回路１２も含む。フィードバック回路は、利得調整回
路に結合される利得調整信号１６を生成するように構成されている。
【００１６】
　動作中、電流源２４または前置増幅器３０のうちのいずれか一方（または両方）は、利
得調整信号１６に応答して増幅信号３２の大きさに作用することが可能な利得調整素子と
して使用可能である。
【００１７】
　フィードバック回路１２は、いくつかの実施形態においては、温度閾値回路１８を含む
ことが可能である。フィードバック回路１２はまた、いくつかの実施形態においては、パ
ワーオン回路１９を含むことが可能である。
【００１８】
　温度閾値回路１８は、利得調整信号１６に作用するように構成されており、例えば、そ
れにより、利得調整信号１６は、回路１０がその上に配設される基板の温度が温度閾値を
上回っている温度に達したときのみ、利得調整回路１４の利得を制御するようになる。
【００１９】
　パワーオン回路１８はまた、利得調整信号１６に作用するように構成されており、例え
ば、それにより、利得調整信号１６は、回路１０に与えられるパワーにすぐに続く時間周
期の間のみ、利得調整回路１４の利得を制御するようになる。
【００２０】
　次に、図１Ａを参照すると、例示的な温度閾値回路４０が、図１の温度閾値回路１８と
同一であっても、または類似であってもよい。温度閾値回路４０は、温度感知素子４２が
その上に配設される基板の温度に応答する温度信号４４を生成するように構成されている
温度感知素子４２を含むことが可能である。比較器４７が、温度信号４４を受け取るため
に、かつ温度信号４４を閾値信号４６と比較するために結合される。比較器４７は、例え
ば、温度信号４４が温度閾値信号４６を下回っている第１の状態と、温度信号４４が温度
閾値信号４６を上回っている第２の状態とを呈することが可能な温度イネーブル信号４８
を生成するように構成されている。
【００２１】
　次に、図１Ｂを参照すると、別の例示的な温度閾値回路５０が、図１の温度閾値回路１
８と同一であっても、または類似であってもよい。温度閾値回路５０は、温度感知素子５
２がその上に配設される基板の温度に応答する温度信号５４を生成するように構成されて
いる温度感知素子５２を含むことが可能である。比較器５８が、温度信号５４を受け取る
ために、かつ温度信号５４を閾値信号５６と比較するために結合される。比較器５８は、
例えば、温度信号５４が温度閾値信号５６を下回っている第１の状態と、温度信号５４が



(7) JP 5769423 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

温度閾値信号５６を上回っている第２の状態とを呈することが可能な比較信号６０を生成
するように構成されている。温度閾値回路５０はまた、比較信号６０を受け取るために結
合され、温度イネーブル信号６４を生成するように構成されている単安定マルチバイブレ
ータ６２も含むことが可能である。
【００２２】
　動作中、温度イネーブル信号６４は、温度信号５４が、温度閾値信号５６の値を交差す
るときに、またはそのとき近くに開始し、単安定マルチバイブレータ６２の特性によって
決定されるときに終了するパルス信号である。いくつかの構成においては、パルス信号６
４は、約１ミリ秒の持続時間を有する。
【００２３】
　図１Ａの回路４０は、実質的な静的信号として温度イネーブル信号４８を生成すること
が可能であり、図１Ｂの回路５０は、パルス信号として温度イネーブル信号４８を生成す
ることが可能であることを理解すべきである。
【００２４】
　次に、図１Ｃを参照すると、一体型パワーオン／温度閾値回路７００が、パワーアップ
のときにも、また温度逸脱のときにも、イネーブル信号７４２の状態の変化をもたらす。
回路７００は、回路の、例えば図１の回路１０のパワーアップを示すパワーオン信号７０
４を生成するように構成されているパワーオン回路７０２を含む。
【００２５】
　図１のパワーオン回路１９、または図１Ｃのパワーオン回路７０２として使用可能なパ
ワーオン回路は知られており、そのため、これ以上は説明しない。しかし、パワーオン回
路１９、７０２は、いくつかの実施形態においては、実質的な静的パワーオンイネーブル
信号を生成することが可能であり、他の実施形態においては、パワーが、回路、例えば図
１の回路１０に与えられるとき近くに、パルス信号としてパワーオンイネーブル信号を生
成することが可能であることを認識すべきである。
【００２６】
　回路７００はまた、パワーオン信号７０４を受け取るために結合され、所定の周期を有
するパワーオン２値パルス信号７０８を生成するように構成されている単安定マルチバイ
ブレータ７０６を含む。パワーオン２値パルス信号７０８は、２値サンプリング信号７１
６を生成するように構成されているＯＲゲート７１４に結合される。
【００２７】
　回路７００はまた、回路、例えば図１の回路１０の温度を示す温度信号７４６を生成す
るように構成されている温度感知素子７４４を含む。温度信号７４６は、サンプル／ホー
ルド回路７４８によって受け取られ、その回路は、２値サンプリング信号７１６の一方の
状態の間、温度信号７４６をサンプリングし、その結果、２値サンプリング信号７１６の
他方の状態の間、ホールド温度信号７５０をもたらす。
【００２８】
　オフセット回路７１８が、ホールド温度信号７５０を受け取るために結合される。１つ
の構成においては、オフセット回路７１８は、第１の電圧源７２２および第２の電圧源７
２４それぞれを含み、それらは、正のオフセットホールド温度信号７２０と、負のオフセ
ットホールド温度信号７２６とを生成するために結合される。正のオフセットホールド温
度信号７２０は、ホールド温度信号７５０、例えば１００ミリボルトを上回っている所定
の量であり、負のオフセットホールド温度信号７２６は、ホールド温度信号７５０、例え
ば１００ミリボルトを下回っている所定の量であることは明白であろう。しかし、いくつ
かの他の構成においては、第１の電圧源７２２と第２の電圧源７２４とは、異なってよく
、その結果、ホールド温度信号７５０から離れた別の所定の量である正のオフセットホー
ルド温度信号７２０および負のオフセットホールド温度信号７２６がもたらされる。
【００２９】
　正のオフセットホールド温度信号７２０および負のオフセットホールド温度信号７２６
は、ウィンドウ比較器７３０によって受け取られる。ウィンドウ比較器は、様々なトポロ
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ジーにより構成可能であり、示されているトポロジーは、単に代表に過ぎない。ウィンド
ウ比較器７３０はまた、温度信号７４６を受け取るために結合される。
【００３０】
　動作中、ウィンドウ比較器７３０は、温度信号７５２が、正のオフセットホールド温度
信号７２０と、負のオフセットホールド温度信号７２６との境界によって定められるウィ
ンドウの外側を遷移するときはいつも、２値ウィンドウ比較器出力信号７４２の状態の変
化を生成するように構成されている。このようにして、２値ウィンドウ比較器出力信号７
４２は、温度感知素子７４４によって経験される温度逸脱を示す。
【００３１】
　２値ウィンドウ比較器出力信号７４２はまた、回路７００のパワーアップのとき近くに
状態の変化を有することは明白であるべきである。パワーアップのときに、温度信号７５
２は、温度を示す値に急速に達することが可能であり、正のオフセットホールド温度信号
７２０および負のオフセットホールド温度信号７２６は、よりゆっくりと安定した値に近
づくことが可能である。そのため、パワーアップのときに、最初、２値ウィンドウ比較器
出力信号７４２は、例えば、高いことが可能である。正のオフセットホールド温度信号７
２０および負のオフセットホールド温度信号７２６が、より安定した値に達したとき、２
値ウィンドウ比較器出力信号７４２は、低い状態に遷移することが可能である。
【００３２】
　また、動作中、温度信号７４６が、正のオフセットホールド温度信号７２０と、負のオ
フセットホールド温度信号７２６との境界によって定められるウィンドウの外側を遷移す
るいかなるときにも、２値ウィンドウ比較器出力信号７４２は状態を変える。
【００３３】
　２値ウィンドウ比較器出力信号７４２は、後続の図面に示す回路における「イネーブル
」信号として使用可能である。後述するように、磁場を感知するための回路の利得調整、
すなわち、利得較正は、イネーブル信号７４２の高状態の間、あるいは低状態の間、生じ
ることが可能である。上述の議論から、イネーブル信号７４２は、パワーアップのときに
、またはパワーアップのとき近くに、かつまた温度感知素子７４４によって感知される温
度逸脱のときに、または温度逸脱のとき近くに、このような較正を開始するのに役立つこ
とが可能であることが理解されるであろう。
【００３４】
　本明細書において使用される限りでは、用語「イネーブル」信号は、温度イネーブル信
号、パワーオンイネーブル信号、または両方の組合せのいずれかを示すために使用される
。
【００３５】
　イネーブル信号７４２は、別の単安定マルチバイブレータ７１２に結合され、それは、
温度逸脱２値パルス信号７１０を生成する。温度逸脱２値パルス信号７１０はまた、ＯＲ
ゲート７１４によって受け取られ、その結果、イネーブル信号７４２が温度逸脱による状
態の変化を有するとき、２値サンプル信号７４８内に別のパルスをもたらす。
【００３６】
　温度逸脱から生じるパルス２値サンプル信号７１６は、新規値を呈するホールド温度信
号７５０と、そのため、ホールド温度信号７５０を囲む新規位置を呈する正のオフセット
ホールド温度信号７２０および負のオフセットホールド温度信号７２６の境界によって定
められるウィンドウとをもたらすことは明白であるべきである。したがって、イネーブル
信号７４２は、またその元の状態に変わる。
【００３７】
　このようにして、パワーアップ状態だけが、イネーブル信号７４２の一時的な高状態を
もたらすのではなく、温度感知素子７４４によって経験される温度逸脱もまた、イネーブ
ル信号７４２の一時的な高状態をもたらす。したがって、イネーブル信号７４２により、
後述の回路のいずれもが、パワーアップのとき、および所定の温度逸脱、すなわち正また
は負のいずれかの温度逸脱を経験したときの両方において、自動的に較正する（例えば、
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利得調整する）ことになり得る。
【００３８】
　次に、図２を参照すると、磁場を感知するための回路７０が、図１の回路１０と同一で
あっても、または類似であってもよく、図１のフィードバック回路１２と同一であっても
、または類似であってもよいフィードバック回路７２を含むことが可能である。フィード
バック回路７２は、より十分に後述する。
【００３９】
　回路７０は、磁場感知素子１０８、ここでは、ホール効果素子を含む。ホール効果素子
１０８は、電流源１１０から駆動電流信号１１２を受け取るために結合され、差動ホール
電圧信号１１４、１１６を生成するように構成されており、それは、前置増幅器１１８に
結合される。前置増幅器１１８は、フィードバック回路７２によって生成される利得調整
信号１０６に応答する利得を有する利得調整素子として使用される。前置増幅器１１８は
、差動入力信号１１４、１１６を増幅するように、かつ増幅信号１２０を生成するように
構成されている。回路７０はまた、増幅信号１２０を受け取るために結合され、出力信号
１２４を生成するように構成されている別の回路素子１２２も含むことが可能である。い
くつかの構成においては、回路素子１２２は、（線形）増幅器であり、他の構成において
は、回路素子１２２は、比較器である。
【００４０】
　フィードバック回路７２は、第１のピエゾ抵抗器８０および第２のピエゾ抵抗器８６そ
れぞれを含むことが可能である。ピエゾ抵抗器が、ピエゾ抵抗器によって経験される歪み
に関連して変動する抵抗を有する回路素子であることは理解されるであろう。上述したよ
うに、回路７０がその上に配設される基板が温度逸脱を経験したとき、または基板が、あ
る種の製造加工段階、例えば、集積回路本体とのオーバーモールドを経験したとき、基板
は、応力および結果生じる歪みを経験する可能性がある。歪みは、磁場感知素子１０８の
感度に作用する可能性がある。より十分に後述するように、フィードバック回路７２と、
ピエゾ抵抗器８０、８６とは、特に、歪みを測定することが可能であり、フィードバック
回路７２は、歪みに関連するフィードバック信号１０６を生成することが可能である。
【００４１】
　第１のピエゾ抵抗器８０は、第１の電流源７６から第１の電流信号７８を受け取るため
に結合可能であり、その結果、第１の電圧信号７８ａが生じる。フィードバック回路７２
はまた、第１の電圧信号７８ａを受け取るために結合され、第１の増幅信号９４を生成す
るように構成されている第１の増幅器８１も含むことが可能である。
【００４２】
　同様に、第２のピエゾ抵抗器８６は、第２の電流源８２から第２の電流信号８４を受け
取るために結合可能であり、その結果、第２の電圧信号８４ａが生じる。フィードバック
回路７２はまた、第２の電圧信号８４ａを受け取るために結合され、第２の増幅信号９２
を生成するように構成されている第２の増幅器９０も含むことが可能である。
【００４３】
　フィードバック回路７２はさらに、第１の増幅信号９４および第２の増幅信号９２それ
ぞれを受け取るために結合され、出力信号９８を生成するように構成されている結合回路
９６を含むことが可能である。いくつかの構成においては、フィードバック回路７２は、
出力信号９８を受け取るために結合されるサンプル／ホールド回路１０４を含む。サンプ
ル／ホールド回路１０４は、パルス発生器１００からパルス信号１０２を受け取るために
結合可能であり、その状態または遷移の結果、出力信号９８をサンプリングし、それに応
じて、利得制御信号１０６生成するサンプル／ホールド回路１０４がもたらされる。パル
ス発生器１００は、イネーブル信号８８に応答することが可能であり、それは、温度イネ
ーブル信号であっても、パワーオンイネーブル信号であっても、または両方の組合せであ
ってもよい。この目的のために、回路７０は、温度閾値回路および／またはパワーオン回
路のうちの一方、あるいは両方を含むことが可能であり、それらは、図１～図１Ｂと併せ
て上述している。しかし、温度閾値回路および／またはパワーオン回路は、明確にするた
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めに図示せず、代わりに、イネーブル信号８８のみを図示する。
【００４４】
　サンプル／ホールド回路１０４は、出力信号９８をサンプリングして、温度イネーブル
信号もしくはパワーオンイネーブル信号がアクティブなときの間、例えば、回路の温度が
温度閾値を上回って上昇したときの間、またはパワーが回路７０に最近与えられたときの
間、利得調整信号１０６を生成することが可能であることは上述の議論から明白であるべ
きである。反対に、サンプル／ホールド回路１０４は、温度イネーブル信号もしくはパワ
ーオンイネーブル信号がアクティブでないときの間、例えば、温度が温度閾値を上回って
いる状態から温度閾値を下回っている状態に低下するときの間、またはパワーが回路７０
に与えられた後のときに、利得調整信号１０６を保持することが可能である。
【００４５】
　イネーブル信号８８はまた、第１の電流源７６および第２の電流源８２それぞれによっ
て受取り可能であり、それにより、第１の電流源７６および第２の電流源８２は、イネー
ブル信号８８がアクティブであるときのみ、第１の電流信号７８および第２の電流信号８
４を生成することになる。この構成により、回路７０は、利得調整が要求されないとき、
例えば、回路７０の温度が温度閾値を超えなかったときに、パワーを保存することが可能
である。
【００４６】
　いくつかの構成においては、第１のピエゾ抵抗器８０および第２のピエゾ抵抗器８６は
、それらがその上に配設される基板について垂直に配置される。この構成により、第１の
電圧信号７８ａの値が、基板の主な表面に平行な第１の方向における歪みに関連し、第２
の電圧信号８４ａの値が、基板の主な表面に平行、かつ第１の方向に垂直な第２の方向に
おける歪みに関連する。この構成により、基板の主な表面に平行ないずれの方向における
基板の歪みをも、ピエゾ抵抗器８０、８６によって感知可能である。
【００４７】
　構成においては、第１の電流信号７８と、第２の電流信号８４との間の所定の関係は、
基板が温度逸脱を受けた場合、第１の方向における基板の歪みと、第２の方向における基
板の歪みとの間の予想される関係により選択される。
【００４８】
　いくつかの構成においては、結合回路９６は、増幅信号９４、９２の和として、出力信
号９８および結果生じる利得調整信号１０６を供給する。他の構成においては、結合回路
９６は、増幅信号９４、９２の２乗平均平方根（ＲＭＳ）和として、出力信号９８および
結果生じる利得調整信号１０６を供給する。さらなる他の構成、具体的には、磁場感知素
子１０８の感度は、それがその上に配設される基板の歪みの非線形関数であるための構成
においては、結合回路９６は、他のやり方で、増幅信号９４、９２を結合することが可能
である。
【００４９】
　動作中、利得調整信号１０６は、ピエゾ抵抗器８０、８６によって感知される歪みに関
連して前置増幅器１１８の利得を調整し、利得調整信号１０６が供給されなかった場合よ
りも、歪みおよび温度逸脱の存在下で、回路７０の感度をより一定に保つ傾向がある。当
業者は、基板の歪みと、基板の上に配設されるホール素子の感度に対して結果生じる効果
との間の関係を理解するであろう。当業者はまた、基板の温度と、基板の上に配設される
ホール素子の感度に対して結果生じる効果との関係も理解するであろう。
【００５０】
　次に、図２Ａを参照すると、その中では同様の参照記号を有する図２の同様の素子が示
され、磁場を感知するための別の回路１３０が、図１の回路１０と同一であっても、また
は類似であってもよく、図２のフィードバック回路７２を含むことが可能である。図２の
回路７０と異なり、利得調整は、利得調整信号１０６に応答して、ホール効果素子１０８
への調整可能な電流信号１４０を生成する調整可能な電流源１３６によってもたらされる
。固定された利得前置増幅器１４２が、図２の利得調整可能な前置増幅器１１８に取って
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代わる。
【００５１】
　回路１３０の動作は、実質的には、図２と併せて上述した動作と同一である。
　次に図３を参照すると、磁場を感知するための回路１５０が、図１の回路１０と同一で
あっても、または類似であってもよく、図１のフィードバック回路１２と同一であっても
、または類似であってもよいフィードバック回路１５２を含むことが可能である。フィー
ドバック回路１５２は、より十分に後述する。
【００５２】
　回路１５０は、磁場感知素子１６６、ここでは、ホール効果素子を含む。ホール効果素
子１６６は、電流源１９０から駆動電流信号１９２を受け取るために結合され、差動ホー
ル電圧信号１９４、１９６を生成するように構成されており、それは、前置増幅器１９８
に結合される。前置増幅器１９８は、フィードバック回路１５２によって生成される利得
調整信号１８６に応答する利得を有する利得調整素子として使用される。前置増幅器１９
８は、差動入力信号１９４、１９６を増幅するように、かつ増幅信号２００を生成するよ
うに構成されている。回路１５０はまた、増幅信号２００を受け取るために結合され、フ
ィルタリング信号２０４を生成するように構成されているローパスフィルタ２０２も含む
ことが可能である。回路１５０はまた、フィルタリング信号２０４を受け取るために結合
され、出力信号２０８を生成するように構成されている別の回路素子２０６も含むことが
可能である。いくつかの構成においては、回路素子２０６は、（線形）増幅器であり、他
の構成においては、回路素子２０６は比較器である。
【００５３】
　フィードバック回路１５２は、ここでは、ホール効果素子１６６の周囲にループを形成
するように示されている導体１６４を含むことが可能である。導体１６４は、電流源１６
０から電流信号１６２を受け取るために結合可能である。電流源１６０は、パルス発生器
１５４によって生成されるパルス信号１５８を受け取るために結合可能である。パルス信
号１５８は、パルス電流信号１６２をもたらすことが可能である。いくつかの構成におい
ては、パルス電流信号は、２つの状態、すなわち基本的にゼロ電流が導体１６４内に流れ
る間の第１の状態と、所定の電流が導体１６４内に流れる間の第２の状態とを有する。い
くつかの構成においては、第２の状態のデューティサイクルは小さくてよく、例えば、約
１パーセントから約５パーセントの範囲にあってよい。いくつかの構成においては、パル
ス電流信号１６２の周波数は、約２５ｋＨｚから５００ｋＨｚの範囲にある。
【００５４】
　電流源１６０が第１の状態にあり、基本的にゼロ電流を生成するとき、ホール効果素子
１６６は、測定することを意図される磁場、例えば、電流センサと併せて見られることに
なる電流搬送導体（または、より単純に、電流導体）を通る電流から生じる磁場にのみ応
答することは理解されるであろう。しかし、電流源１６０が第２の状態にあり、所定の電
流を生成するとき、ホール効果素子１６６は、測定することを意図される磁場だけでなく
、導体１６４を通る所定の電流によって生成される磁場にもまた応答する。そのため、増
幅信号２００は、上述の電流パルスを有する電流信号１６２から生じる磁場を示すパルス
と組み合わせられて、回路１５０が測定することを意図される磁場を示す信号の和である
。
【００５５】
　増幅信号２００は、別の増幅信号１７５を生成するように構成されている増幅器１７８
によって受け取られる。第１のサンプル／ホールド回路１７４および第２のサンプル／ホ
ールド回路１７８はそれぞれ、増幅信号１７５を受け取るために、かつ第１のサンプリン
グ信号１８０および第２のサンプリング信号１９２それぞれを生成するために結合される
。第１のサンプル／ホールド回路１７４は、パルス信号１５８を受け取り、パルス信号１
５８の特定の状態の間、例えば、電流信号１６２が電流パルスを有するときに、サンプリ
ングする。第２のサンプル／ホールド回路１７６は、インバータ１７０によって生成され
る反転パルス信号１７２を受け取り、反転パルス信号１７２の特定の状態の間、例えば、
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電流信号１６２が電流パルスを有していないときに、サンプリングする。第１のサンプリ
ング信号１８０は、上述の電流パルスを有する電流信号１６２から生じる磁場との組合せ
で、回路１５０が測定することを意図される磁場を示すが、第２のサンプリング信号１８
２は、回路１５０が測定することを意図される磁場を示すことを理解すべきである。
【００５６】
　フィードバック回路１５２は、第１のサンプリング信号１８０および第２のサンプリン
グ信号１８２を受け取るために結合される結合回路１８４を含むことが可能である。結合
回路１８４は、前置増幅器１９８に結合される利得調整信号１８６を生成するように構成
されている。いくつかの構成においては、結合回路１８４は、第１のサンプリング信号１
８０と第２のサンプリング信号１８２との差として、利得調整信号１８６を供給し、その
ため、上述の電流パルスを有する電流信号１６２から生じる磁場のみを示す。この特定の
構成により、利得調整信号１８６は、上述の電流パルスから生じる磁場に対するホール効
果素子１６６の感度を直接的に示すことを理解すべきである。
【００５７】
　本明細書において使用される限りでは、用語「利得演算回路」は、導体１６４、電流源
１６０、またはパルス発生器１５４を含まないフィードバック回路１５２の一部分を説明
するために使用される。
【００５８】
　ローパスフィルタ２０２は、基本的には、上述の電流パルスから生じる増幅信号２００
におけるパルスを取り除き、回路１５０が測定することを意図される磁場のみを示すフィ
ルタリング信号２０４を出す。フィルタリング信号２０４が第２のサンプリング信号１８
２に類似しており、他の実施形態においては、どちらの信号も相互置換え可能に使用可能
であることは理解されるであろう。したがって、信号２０４は、結合回路１８４に対して
破線により結合されるように示される。
【００５９】
　動作中、利得調整信号１８６は、ホール効果素子１６４の直接的に測定された感度に関
連して前置増幅器１９８の利得を調整し、利得調整信号１８６が供給されなかった場合よ
りも、ホール効果素子１６６の感度における歪みに関連する変化、またはホール効果素子
１６６の感度における他の変化の存在下で、回路１５０の感度をより一定に保つ傾向があ
る。
【００６０】
　ホール効果素子１６６の感度は、温度によりホール効果素子１６６上にもたらされる歪
みは別として、温度によって直接的に作用される可能性があることは認識されるであろう
。例えば、ホール効果素子の可動性は、温度に関連している可能性がある。回路１５０は
、ホール効果素子１６６の感度を直接的に測定するので、回路１５０は、前置増幅器１９
８の利得を調整して、いずれの変化原因から生じるホール効果素子１６６の感度の変化を
も示すように構成されている。
【００６１】
　パルス発生器１５４は、イネーブル信号１５６を受け取るために結合可能であり、それ
は、図２と併せて上述したように、温度イネーブル信号であっても、パワーオンイネーブ
ル信号であっても、または両方の組合せであってもよい。この目的のために、回路１５０
は、図１～図１Ｂと併せて上述した温度閾値回路および／またはパワーオン回路のうちの
一方または両方を含むことが可能である。しかし、温度閾値回路および／またはパワーオ
ン回路は、明確にするために図示せず、代わりに、イネーブル信号１５６のみを図示する
。
【００６２】
　次に図３Ａを参照すると、その中では同様の参照記号を有する図３の同様の素子が示さ
れ、磁場を感知するための別の回路２２０が、図１の回路１０と同一であっても、または
類似であってもよく、図３のフィードバック回路１５２を含むことが可能である。図３の
回路１５０と異なり、利得調整は、利得調整信号１８６に応答してホール効果素子１６６
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への調整可能な電流信号２２４を生成する調整可能な電流源２２２によってもたらされる
。固定された利得前置増幅器２２６が、図３の利得調整可能な前置増幅器１９８に取って
代わる。
【００６３】
　回路２２０の動作は、実質的には、図３と併せて上述した動作と同一である。
　次に、図３Ｂを参照すると、図３の回路１５０と同様に、磁場を感知するための回路２
４０が、ホール効果素子の感度の直接的な測定によって利得調整を達成する。しかし、回
路１５０と異なり、感度を直接的に測定するために使用される素子は、第２のホール効果
素子２５４であり、磁場を測定することを意図されたホール効果素子２８０ではない。
【００６４】
　回路２４０は、図１のフィードバック回路１２と同一であっても、または類似であって
もよいフィードバック回路２４２を含むことが可能である。フィードバック回路２４２は
、より十分に後述する。
【００６５】
　回路２４０は、磁場感知素子２８０、ここでは、ホール効果素子を含む。ホール効果素
子２８０は、電流源２７６から駆動電流信号２７８を受け取るために結合され、差動ホー
ル電圧信号２８２、２８４を生成するように構成されており、それは、前置増幅器２８６
に結合される。前置増幅器２８６は、増幅信号２８８を生成するように構成されている。
回路２４０はまた、増幅信号２８８を受け取るために結合され、出力信号２９０を生成す
るように構成されている別の回路素子２９０も含むことが可能である。いくつかの構成に
おいては、回路素子２９０は、（線形）増幅器であり、他の構成においては、回路素子２
９０は比較器である。
【００６６】
　フィードバック回路２４２は、二次磁場感知素子２５４、ここでは、ホール効果素子を
含むことが可能である。二次ホール効果素子２５４は、電流源２５６から駆動電流信号２
５８を受け取るために結合され、差動ホール電圧信号２６４、２６６を生成するように構
成されており、それは、第２の前置増幅器２６８に結合される。ここでは、コイルとして
示されている電流導体２５２が、二次ホール効果素子２５４に隣接する。電流導体２５２
は、電流源２４６から電流信号２５０を受け取る。差動ホール電圧信号２６４、２６６は
、電流導体２５２によって生成される磁場と、第２のホール効果素子２５４の感度とを示
す。いくつかの構成においては、回路２４０は、第２のホール効果素子２５４に隣接して
配設される磁気シールドを含み、電流導体２５２によって生成される磁場以外の磁場の二
次ホール効果素子２５４への影響を減らす。
【００６７】
　第２の前置増幅器２６８は、増幅信号２７０を生成するように構成されている。フィー
ドバック回路２４２は、増幅信号２７０を受け取るために結合され、利得調整信号２７４
を生成するように構成されているサンプル／ホールド回路２７２を含むことが可能である
。電流源２７６は、利得調整信号２７４に応答してホール効果素子２８０への調整可能な
電流信号２７８として電流信号２７８を生成する。
【００６８】
　動作中、利得調整信号２７４は、電流源２７６を調整し、利得調整信号２７４が供給さ
れなかった場合よりも、ホール効果素子２８０の感度における変化に関連する二次ホール
効果素子２５４の感度における変化の存在下で、回路２４０の感度をより一定に保つ傾向
がある。
【００６９】
　パルス発生器２６０は、イネーブル信号２４８を受け取るために結合可能であり、それ
は、図２と併せて上述したように、温度イネーブル信号であっても、パワーオンイネーブ
ル信号であっても、または両方の組合せであってもよい。この目的のために、回路２４０
は、図１～図１Ｂと併せて上述した温度閾値回路および／またはパワーオン回路のうちの
一方または両方を含むことが可能である。しかし、温度閾値回路および／またはパワーオ
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ン回路は、明確にするために図示せず、代わりに、イネーブル信号２４８のみを図示する
。
【００７０】
　イネーブル信号２４８はまた、第１の電流源２４６および第２の電流源２５６それぞれ
によって受取り可能であり、それにより、第１の電流源２４６および第２の電流源２５６
は、イネーブル信号２４８がアクティブであるとき、すなわち特定の状態にあるときのみ
、第１の電流信号２５０および第２の電流信号２５８を生成することになる。この構成に
より、回路２４０は、利得調整が要求されないとき、例えば、回路２４０の温度が温度閾
値を超えなかったときに、パワーを保存することが可能である。
【００７１】
　フィードバック回路２４２は、電流源２７６によってホール効果素子２８０と関連付け
られる利得を制御するように示されているが、他の実施形態においては、利得調整信号２
７４は、前置増幅器２８６の代わりの利得調整可能な前置増幅器に印加可能である。
【００７２】
　次に、図４を参照すると、磁場を感知するための回路３００が、図１の回路１０と同一
であっても、または類似であってもよく、図１のフィードバック回路１２と同一であって
も、または類似であってもよいフィードバック回路３０２を含むことが可能である。フィ
ードバック回路３０２は、より十分に後述する。
【００７３】
　回路３００は、磁場感知素子３５２、ここでは、ホール効果素子を含む。ホール効果素
子３５２は、調整可能な電流源３４８から駆動電流信号３５０を受け取るために結合され
、差動ホール電圧信号３５４、３５６を生成するように構成されており、それは、前置増
幅器３５８に結合される。調整可能な電流源３４８は、フィードバック回路３０２によっ
て生成される利得調整信号３４４に応答し、差動ホール電圧信号３５４、３５６の利得調
整をもたらす。前置増幅器３５８は、増幅信号３６０を生成するように構成されている。
回路３００はまた、増幅信号３６０を受け取るために結合され、出力信号３６４を生成す
るように構成されている別の回路素子３６２も含むことが可能である。いくつかの構成に
おいては、回路素子３６２は、（線形）増幅器であり、他の構成においては、回路素子３
６２は、比較器である。
【００７４】
　フィードバック回路３０２は、第１のピエゾ抵抗器３１２および第２のピエゾ抵抗器３
２０それぞれを含むことが可能である。上述したように、回路３００がその上に配設され
る基板が温度逸脱を経験した場合、または基板がある種の製造加工段階、例えば、集積回
路本体とのオーバーモールドを経験した場合、基板は、応力および結果生じる歪みを経験
する可能性がある。歪みは、磁場感知素子３５２の感度に作用する可能性がある。より十
分に後述するように、フィードバック回路３０２、および具体的には、ピエゾ抵抗器３１
２、３２０は、歪みを測定することが可能であり、フィードバック回路３０２は、歪みに
関連するフィードバック信号３４４を生成することが可能である。
【００７５】
　第１のピエゾ抵抗器３１２は、第１の電流源３０８から第１の電流信号３１０を受け取
るために結合可能であり、その結果、第１の電圧信号３１０ａが生じる。フィードバック
回路３０２はまた、第１の電圧信号３１０ａを受け取るために結合され、第１の増幅信号
３２８を生成するように構成されている第１の増幅器３２７を含むことが可能である。
【００７６】
　同様に、第２のピエゾ抵抗器３２０は、第２の電流源３１６から第２の電流信号３１８
を受け取るために結合可能であり、その結果、第２の電圧信号３１８ａが生じる。フィー
ドバック回路３０２はまた、第２の電圧信号３１８ａを受け取るために結合され、第２の
増幅信号３３２を生成するように構成されている第２の増幅器３３０を含むことが可能で
ある。
【００７７】
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　図２の回路７０と異なり、回路３００はさらに、第１のピエゾ抵抗器３１２および第２
のピエゾ抵抗器３２０に隣接して、ここでは、コイルとして示されている直列結合の第１
の導体３１４および第２の導体３２２それぞれを含むことが可能である。一次的に歪みに
応答するピエゾ抵抗器はまた、磁場にも応答することは認識されるであろう。この目的の
ために、導体３１４、３２２は、電流源３２４から電流信号３２６を受け取るために結合
される。導体３１４、３２２を通る電流信号３２６は、ピエゾ抵抗器３１２、３２０にお
いて磁場をもたらす。そのため、第１の増幅信号３２８および第２の増幅信号３３２が、
（例えば、それぞれの歪みに比例して変化する電圧を有する）第１のピエゾ抵抗器３１２
および第２のピエゾ抵抗器３２０それぞれによって経験される歪みを示し、また（例えば
、電流信号３２６に比例して変化する電圧を有する）第１のピエゾ抵抗器３１２および第
２のピエゾ抵抗器３２０それぞれの磁場応答（すなわち感度）も示すことを認識すべきで
ある。第１のピエゾ抵抗器３１２および第２のピエゾ抵抗器３２０の磁場感度の変化は、
磁場感知素子３５２の磁場感度の変化に関連している傾向があることを理解すべきである
。回路３００は、図２の回路７０よりも、磁場感度の変化をより直接的に測定する傾向が
ある。
【００７８】
　フィードバック回路３０２はさらに、第１の増幅信号３２８および第２の増幅信号３３
２それぞれを受け取るために結合され、出力信号３３６を生成するように構成されている
結合回路３３４を含むことが可能である。いくつかの構成においては、フィードバック回
路３０２は、出力信号３３６を受け取るために結合されるサンプル／ホールド回路３４２
を含む。サンプル／ホールド回路３４２は、パルス発生器３３８からパルス信号３４０を
受け取るために結合可能であり、その状態または遷移の結果、出力信号３３６をサンプリ
ングし、それに応じて、利得制御信号３４４を生成するサンプル／ホールド回路３４２が
もたらされる。パルス発生器３３８は、イネーブル信号３０６に応答することが可能であ
り、それは、温度イネーブル信号であっても、パワーオンイネーブル信号であっても、ま
たは両方の組合せであってもよい。この目的のために、回路３００は、図１～図１Ｂと併
せて上述した温度閾値回路および／またはパワーオン回路のうちの一方または両方を含む
ことが可能である。しかし、温度閾値回路および／またはパワーオン回路は、明確にする
ために図示せず、代わりに、イネーブル信号３０６のみを図示する。
【００７９】
　サンプル／ホールド回路３４２は、出力信号３３６をサンプリングして、温度イネーブ
ル信号またはパワーオンイネーブル信号がアクティブであるときの間、例えば、回路の温
度が温度閾値を上回って上昇したときの間、またはパワーが回路３００に最近与えられた
ときの間、利得調整信号３４４を生成することが可能であることは、上述の議論から明白
であるべきである。反対に、サンプル／ホールド回路３４２は、温度イネーブル信号また
はパワーオンイネーブル信号がアクティブでないときの間、例えば、温度が温度閾値を上
回っている状態から温度閾値を下回っている状態に低下するときの間、またはパワーが回
路３００に与えられた後のときに、利得調整信号３４４を保持することが可能である。
【００８０】
　イネーブル信号３０６はまた、パルス発生器３０６によって受取り可能なだけでなく、
第１の電流源３０８および第２の電流源３１６それぞれによっても、また電流源３２４に
よっても受取り可能であり、それにより、第１の電流源３０８および第２の電流源３１６
、ならびにまた電流源３２４は、イネーブル信号３０６がアクティブであるときのみ、す
なわち特定の状態にあるときのみ、第１の電流信号３１０および第２の電流信号３１８、
ならびにまた電流信号３２６を生成することになる。この構成により、回路３００は、利
得調整が要求されないとき、例えば、回路３００の温度が温度閾値を超えなかったときに
、パワーを保存することが可能である。
【００８１】
　いくつかの構成においては、第１のピエゾ抵抗器３１２および第２のピエゾ抵抗器３２
０は、それらがその上に配設される基板について垂直に配置される。この構成により、第
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１の電圧信号３１０ａの値が、基板の主な表面に平行な第１の方向における歪みに関連し
、第２の電圧信号３１８ａの値が、基板の主な表面に平行、かつ第１の方向に垂直な第２
の方向における歪みに関連する。この構成により、基板の主な表面に平行ないずれの方向
における基板の歪みをも、ピエゾ抵抗器３１２、３２０によって感知可能である。
【００８２】
　いくつかの構成においては、結合回路３３４は、増幅信号３２８、３３２の和として、
出力信号３３６および結果生じる利得調整信号３４４を供給する。他の構成においては、
結合回路３３４は、増幅信号３２８、３３２の２乗平均平方根（ＲＭＳ）和として、出力
信号３３６および結果生じる利得調整信号３４４を供給する。さらなる他の構成、具体的
には、磁場感知素子３５２の感度は、それがその上に配設される基板の歪みの非線形関数
であるための構成においては、結合回路３３４は、他のやり方で、増幅信号３２８、３３
２を結合することが可能である。
【００８３】
　動作中、利得調整信号３４４は、電流信号３５０を調整し、そのため、利得調整信号３
４４が供給されなかった場合よりも、第１のピエゾ抵抗器３１２および第２のピエゾ抵抗
器３２０によって感知される歪みに関連し、また第１のピエゾ抵抗器３１２および第２の
ピエゾ抵抗器３２０の磁場感度にも関連するホール効果素子３５２の感度は、歪みおよび
温度逸脱の存在下で、回路３００の感度をより一定に保つ傾向がある。
【００８４】
　フィードバック回路３０２は、電流源３４８によって、ホール効果素子３５２と関連付
けられる利得を制御するように示されているが、他の実施形態においては、利得調整信号
３４４は、前置増幅器３５８の代わりに利得調整可能な前置増幅器に印加可能である。
【００８５】
　導体３１４、３２２は、直列に結合されるように、かつ電流源３２４によって駆動され
るように示されているが、他の構成においては、導体３１４、３２２は、電流源３２４に
よって並列に駆動される。さらなる別の構成においては、導体３１４、３２２は、別個の
電流源によって、別々に駆動される。
【００８６】
　いくつかの構成においては、回路３００は、電流搬送導体３１４、３２２のうちの一方
のみを有する。
　次に、図４Ａを参照すると、磁場を感知するための回路４００が、図４の回路３００に
類似しているが、別のやり方で、ピエゾ抵抗器によって生成される信号に関して動作する
。回路４００は、図１の回路１０と同一であっても、または類似であってもよく、図１の
フィードバック回路１２と同一であっても、または類似であってもよいフィードバック回
路４０２を含むことが可能である。フィードバック回路４０２は、より十分に後述する。
【００８７】
　回路４００は、磁場感知素子４６８、ここでは、ホール効果素子を含む。ホール効果素
子４６８は、調整可能な電流源４６４から駆動電流信号４６６を受け取るために結合され
、差動ホール電圧信号４７０、４７２を生成するように構成されており、それは、前置増
幅器４７４に結合される。調整可能な電流源４６４は、フィードバック回路４０２によっ
て生成される利得調整信号４６２に応答し、差動ホール電圧信号４７０、４７２の利得調
整をもたらす。前置増幅器４７４は、増幅信号４７６を生成するように構成されている。
回路４００はまた、増幅信号４７６を受け取るために結合され、出力信号４８０を生成す
るように構成されている別の回路素子４７８も含むことが可能である。いくつかの構成に
おいては、回路素子４７８は、（線形）増幅器であり、他の構成においては、回路素子４
７８は、比較器である。
【００８８】
　フィードバック回路４０２は、第１のピエゾ抵抗器４１２および第２のピエゾ抵抗器４
２０それぞれを含むことが可能である。第１のピエゾ抵抗器４１２は、第１の電流源４０
８から第１の電流信号４１０を受け取るために結合可能であり、その結果、第１の電圧信
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号４１０ａが生じる。フィードバック回路４０２はまた、第１の電圧信号４１０ａを受け
取るために結合され、第１の増幅信号４２６を生成するように構成されている第１の増幅
器４２４も含むことが可能である。
【００８９】
　同様に、第２のピエゾ抵抗器４２０は、第２の電流源４１６から第２の電流信号４１８
を受け取るために結合可能であり、その結果、第２の電圧信号４１８ａが生じる。フィー
ドバック回路４０２はまた、第２の電圧信号４１８ａを受け取るために結合され、第２の
増幅信号４３８を生成するように構成されている第２の増幅器４３６も含むことが可能で
ある。
【００９０】
　図２の回路７０と異なるが、図４の回路３００と同様に、回路４００はさらに、第１の
ピエゾ抵抗器４１２および第２のピエゾ抵抗器４２０に隣接して、ここでは、コイルとし
て示されている直列結合の第１の導体４１４および第２の導体４２２それぞれを含むこと
が可能である。一次的に歪みに応答するピエゾ抵抗器はまた、磁場にも応答することは認
識されるであろう。この目的のために、導体４１４、４２２は、電流源４５８から電流信
号４５９を受け取るために結合される。図４の電流信号３４６と異なり、電流信号４５９
は、パルス発生器４５５に応答するパルス電流信号である。導体４１４、４２２を通る電
流信号４５９は、ピエゾ抵抗器４１２、４２０において磁場をもたらす。そのため、第１
の増幅信号４２６および第２の増幅信号４３８は、第１のピエゾ抵抗器４１２および第２
のピエゾ抵抗器４２０それぞれによって経験される歪みを示し、また第１のピエゾ抵抗器
３１２および第２のピエゾ抵抗器３２０それぞれの磁場応答も示すことを認識すべきであ
る。図４と併せて上述したように、第１のピエゾ抵抗器４１２および第２のピエゾ抵抗器
４２０の磁場感度の変化は、磁場感知素子４６８の磁場感度の変化に関連している傾向が
あることを理解すべきである。回路４００は、図２の回路７０よりも、磁場感度の変化を
より直接的に測定する傾向がある。
【００９１】
　フィードバック回路４０２はさらに、第１の増幅信号４２６を受け取るために結合され
る第１のサンプル／ホールド回路４２８および第２のサンプル／ホールド回路４３０それ
ぞれを含むことが可能であり、また第２の増幅信号４３８を受け取るために結合される第
３のサンプル／ホールド回路４３２および第４のサンプル／ホールド回路４３４それぞれ
も含むことが可能である。第１のサンプル／ホールド回路４２８は、第１のサンプリング
信号４４０を生成し、第２のサンプル／ホールド回路４３０は、第２のサンプリング信号
４４２を生成し、第３のサンプル／ホールド回路４３２は、第３のサンプリング信号４４
６を生成し、第４のサンプル／ホールド回路４３４は、第４のサンプリング信号４４８を
生成し、それぞれが、結合回路４６０によって受け取られる。
【００９２】
　第１のサンプル／ホールド回路４２８および第３のサンプル／ホールド回路４３２は、
電流信号４５９がパルス電流と等しい値を有するときに、サンプリングする。そのため、
第１のサンプリング信号４４０および第３のサンプリング信号４４６は、第１のピエゾ抵
抗器４１２および第２のピエゾ抵抗器４２０それぞれによって経験される歪みを示し、ま
た、パルス電流信号４５９によって生成される磁場に対する（また、存在し得る任意の他
の磁場に対する）第１のピエゾ抵抗器４１２および第２のピエゾ抵抗器４２０の磁場応答
も示す。
【００９３】
　第２のサンプル／ホールド回路４３０および第４のサンプル／ホールド回路４３４は、
電流信号４５９が実質的なゼロの値を有するときに、サンプリングする。そのため、第２
のサンプリング信号４４２および第４のサンプリング信号４４８は、概して、第１のピエ
ゾ抵抗器４１２および第２のピエゾ抵抗器４２０それぞれによって経験される歪みのみを
示す。しかし、第２のサンプリング信号４４２および第４のサンプリング信号４４８はま
た、存在し得る任意の他の磁場も示すことが可能である。第２のサンプリング信号４４２
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および第４のサンプリング信号４４８は、パルス電流信号４５９によって生成される磁場
に対する（また、存在し得る任意の他の磁場に対する）第１のピエゾ抵抗器４１２および
第第２のピエゾ抵抗器４２０の磁場応答のみを示す信号を達成するために、第１のサンプ
リング信号４４０および第３のサンプリング信号４４６から減算可能なベースラインを示
す。
【００９４】
　結合回路４６０は、利得調整信号４６２を生成するように構成されている。パルス発生
器４５５は、イネーブル信号４０６に応答することが可能であり、それは、温度イネーブ
ル信号であっても、パワーオンイネーブル信号であっても、または両方の組合せであって
もよい。この目的のために、回路３００は、図１～図１Ｂと併せて上述した温度閾値回路
および／またはパワーオン回路のうちの一方または両方を含むことが可能である。しかし
、温度閾値回路および／またはパワーオン回路は、明確にするために図示せず、代わりに
、イネーブル信号４０６のみを図示する。
【００９５】
　パルス発生器４５５によって受け取られるイネーブル信号４０６によって、サンプル／
ホールド回路４２８、４３０、４３２、４３４はサンプリングして、温度イネーブル信号
またはパワーオンイネーブル信号がアクティブであるときの間、例えば、回路の温度が温
度閾値を上回って上昇したときの間、またはパワーが回路４００に最近与えられたときの
間、利得調整信号４６２を生成することが可能であることは上述の議論から明白であるべ
きである。反対に、サンプル／ホールド回路４２８、４３０、４３２、４３４は、温度イ
ネーブル信号またはパワーオンイネーブル信号がアクティブでないときの間、例えば、温
度が温度閾値を上回っている状態から温度閾値を下回っている状態に低下するときの間、
またはパワーが回路４００に与えられた後のときには、利得調整信号４６２を保持するこ
とが可能である。
【００９６】
　イネーブル信号４０６はまた、第１の電流源４０８および第２の電流源４１６それぞれ
によって受取り可能であり、それにより、第１の電流源４０８および第２の電流源４１６
は、イネーブル信号４０６がアクティブであるとき、すなわち特定の状態にあるときのみ
、第１の電流信号４１０および第２の電流信号４１８を（また、電流信号４５９も）生成
することになる。この構成により、回路４００は、利得調整が要求されないとき、例えば
、回路４００の温度が温度閾値を超えなかったときに、パワーを保存することが可能であ
る。
【００９７】
　いくつかの構成においては、第１のピエゾ抵抗器４１２および第２のピエゾ抵抗器４２
０は、それらがその上に配設される基板について垂直に配置される。この構成により、第
１の電圧信号４１０ａの値が、基板の主な表面に平行な第１の方向における歪みに関連し
、第２の電圧信号４１８ａの値が、基板の主な表面に平行、かつ第１の方向に垂直な第２
の方向における歪みに関連する。この構成により、基板の主な表面に平行ないずれの方向
における基板の歪みをも、ピエゾ抵抗器４１２、４２０によって感知可能である。
【００９８】
　いくつかの構成においては、結合回路４６０は、第１のサンプリング信号４４０と第３
のサンプリング信号４４６の和に関連する利得調整信号４６２を供給する。いくつかの構
成においては、結合回路４６０は、第１のサンプリング信号４４０と第３のサンプリング
信号４４６の和から、第２のサンプリング信号４４２と第４のサンプリング信号４４８の
和を減算する。
【００９９】
　他の構成においては、結合回路４６０は、第１のサンプリング信号４４０と第３のサン
プリング信号４４６の２乗平均平方根（ＲＭＳ）和に関連する利得調整信号４６２を供給
する。いくつかの構成においては、結合回路４６０は、第１のサンプリング信号４４０と
第３のサンプリング信号４４６のＲＭＳ和から、第２のサンプリング信号４４２と第４の
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サンプリング信号４４８のＲＭＳ和を減算する。
【０１００】
　さらなる他の構成、具体的には、磁場感知素子４６８の感度は、それがその上に配設さ
れる基板の歪みの非線形関数であるための構成においては、結合回路４６０は、他のやり
方で、第１のサンプリング信号４４０と、第２のサンプリング信号４４２と、第３のサン
プリング信号４４６と、第４のサンプリング信号４４８とを結合することが可能である。
【０１０１】
　動作中、利得調整信号４６２は、電流信号４４６を調整し、そのため、利得調整信号４
６２が供給されなかった場合よりも、第１のピエゾ抵抗器４１２および第２のピエゾ抵抗
器４２０によって感知される歪みに関連し、また第１のピエゾ抵抗器４１２および第２の
ピエゾ抵抗器４２０の磁場感度に関連するホール効果素子４６８の感度は、歪みおよび温
度逸脱の存在下で、回路４００の感度をより一定に保つ傾向がある。
【０１０２】
　フィードバック回路４０２は、電流源４６４によって、ホール効果素子４６８と関連付
けられる利得を制御するように示されているが、他の実施形態においては、利得調整信号
４６２は、前置増幅器４７４の代わりに利得調整可能な前置増幅器に印加可能である。
【０１０３】
　いくつかの構成においては、回路４００は、電流搬送導体４１４、４２２のうちの一方
のみを有する。
　次に、図４Ｂを参照すると、磁場を感知するための回路５００が、図３の回路１５０の
態様との組合せで、図２の回路７０の態様を含む。すなわち、回路５００は、ホール効果
素子の感度に間接的に関連する基板の歪みを感知するために、図２におけるように２つの
ピエゾ抵抗器を含み、また、ホール効果素子の感度の変化を直接的に感知するためにホー
ル効果素子に隣接して図３におけるように導体も含む。
【０１０４】
　回路５００は、図１の回路１０と同一であっても、または類似であってもよく、図１の
フィードバック回路１２と同一であっても、または類似であってもよいフィードバック回
路５０２を含むことが可能である。フィードバック回路５０２は、より十分に後述する。
【０１０５】
　回路５００は、磁場感知素子５２４、ここでは、ホール効果素子を含む。ホール効果素
子５２４は、電流源５６４から駆動電流信号５６６を受け取るために結合され、差動ホー
ル電圧信号５６８、５７０を生成するように構成されており、それは、前置増幅器５７２
に結合される。前置増幅器５７２は、差動入力信号５６８、５７０を増幅するように、か
つ増幅信号５６４を生成するように構成される。回路５００はまた、増幅信号５６４を受
け取るために結合され、フィルタリング信号５７６を生成するように構成されているロー
パスフィルタ５７４も含むことが可能である。回路５００はまた、フィルタリング信号５
７６を受け取るために結合され、出力信号５８０を生成するように構成されている別の回
路素子５７８も含むことが可能である。いくつかの構成においては、回路素子５７８は、
（線形）増幅器であり、他の構成においては、回路素子５７８は、比較器である。
【０１０６】
　フィードバック回路５０２は、第１のピエゾ抵抗器５１２および第２のピエゾ抵抗器５
２０それぞれを含むことが可能である。より十分に後述するように、フィードバック回路
５０２、および具体的には、ピエゾ抵抗器５１２、５２０は、ホール効果素子５２４の歪
みを測定することが可能であり、フィードバック回路５０２は、その歪みに関連するフィ
ードバック信号５５４を生成することが可能である。
【０１０７】
　第１のピエゾ抵抗器５１２は、第１の電流源５０８から第１の電流信号５１０を受け取
るために結合可能であり、その結果、第１の電圧信号５１０ａが生じる。フィードバック
回路５０２はまた、第１の電圧信号５１０ａを受け取るために結合され、第１の増幅信号
５２６を生成するように構成されている第１の増幅器５１４を含むことが可能である。
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【０１０８】
　同様に、第２のピエゾ抵抗器５２０は、第２の電流源５１６から第２の電流信号５１８
を受け取るために結合可能であり、その結果、第２の電圧信号５１８ａが生じる。フィー
ドバック回路５０２はまた、第２の電圧信号５１８ａを受け取るために結合され、第２の
増幅信号５３０を生成するように構成されている第２の増幅器５２８も含むことが可能で
ある。
【０１０９】
　フィードバック回路５０２はまた、ここでは、ホール効果素子５２４の周囲にループを
形成するように示されている導体５２２も含むことが可能である。導体５２２は、電流源
５６０から電流信号５６２を受け取るために結合可能である。電流源５６０は、パルス発
生器５５８によって生成されるパルス信号５５６を受け取るために結合可能である。パル
ス信号５５６は、パルス電流信号５５６をもたらすことが可能である。いくつかの構成に
おいては、パルス電流信号５５６は、２つの状態、すなわち基本的にゼロ電流が導体５２
２内に流れる間の第１の状態と、所定の電流が導体５２２内に流れる間の第２の状態とを
有する。いくつかの構成においては、第２の状態のデューティサイクルは、小さくてよく
、例えば、約１パーセントから約５パーセントの範囲にあってよい。いくつかの構成にお
いては、パルス電流信号５５６の周波数は、約２５ｋＨｚから５００ｋＨｚの範囲にある
。
【０１１０】
　フィードバック回路５０２はまた、それぞれが増幅信号５６４を受け取るために結合さ
れる第１のサンプル／ホールド回路５４８および第２のサンプル／ホールド回路５４０そ
れぞれを含むことが可能であり、それらは、第１のサンプリング信号５３４および第２の
サンプリング信号５３６それぞれを生成する。
【０１１１】
　第１のサンプル／ホールド回路５４８は、パルス信号５５６を受け取り、パルス信号５
５６の特定の状態の間、例えば、電流信号５６２が電流パルスを有するときに、サンプリ
ングする。第２のサンプル／ホールド回路５４０は、インバータ５４６によって生成され
る反転パルス信号５４４を受け取り、反転パルス信号５４４の特定の状態の間、例えば、
電流信号５６２が電流パルスを有していないときに、サンプリングする。第１のサンプリ
ング信号５３４は、回路５００が上述の電流パルスを有する電流信号５６２から生じる磁
場との組合せで測定することを意図される磁場を示すが、第２のサンプリング信号５３６
は、回路５００が測定することを意図される磁場を示すことを理解すべきである。
【０１１２】
　フィードバック回路５０２はさらに、第１の増幅信号５２６および第２の増幅信号５３
０それぞれを受け取るために結合され、また、第１のサンプリング信号５３４および第２
のサンプリング信号５３６それぞれを受け取るために結合される結合回路５３２を含むこ
とが可能である。結合回路は、出力信号５５２を生成するように構成されている。いくつ
かの構成においては、フィードバック回路５０２はさらに、出力信号５５２を受け取るた
めに結合されるサンプル／ホールド回路５５０を含む。サンプル／ホールド回路５５０は
、パルス信号を受け取るために結合可能であり、その状態または遷移の結果、出力信号５
５２をサンプリングし、それに応じて、利得制御信号５５４を生成するサンプル／ホール
ド回路５５０がもたらされる。
【０１１３】
　パルス発生器５５８がイネーブル信号５０６に応答することが可能であり、それは、温
度イネーブル信号であっても、パワーオンイネーブル信号であっても、または両方の組合
せであってもよい。この目的のために、回路５００は、図１～図１Ｂと併せて上述した温
度閾値回路および／またはパワーオン回路のうちの一方または両方を含むことが可能であ
る。しかし、温度閾値回路および／またはパワーオン回路は、明確にするために図示せず
、代わりに、イネーブル信号５０６のみを図示する。
【０１１４】
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　サンプル／ホールド回路５５０は、出力信号５５２をサンプリングして、温度イネーブ
ル信号またはパワーオンイネーブル信号がアクティブであるときの間、例えば、回路の温
度が温度閾値を上回って上昇したときの間、またはパワーが回路５００に最近与えられた
ときの間、利得調整信号５５４を生成することが可能であることは上述の議論から明白で
あるべきである。反対に、サンプル／ホールド回路５５０は、温度イネーブル信号または
パワーオンイネーブル信号がアクティブでないときの間、例えば、温度が温度閾値を上回
っている状態から温度閾値を下回っている状態に低下するときの間、またはパワーが回路
５００に与えられた後のときに、利得調整信号５５４を保持することが可能である。
【０１１５】
　イネーブル信号５０６はまた、第１の電流源５０８および第２の電流源５１６それぞれ
によって受取り可能であり、それにより、第１の電流源５０８および第２の電流源５１６
は、イネーブル信号５０６がアクティブであるときのみ、第１の電流信号５１０および第
２の電流信号５１８を生成することになる。この構成により、回路５００は、利得調整が
要求されないとき、例えば、回路５００の温度が温度閾値を超えなかったときに、パワー
を保存することが可能である。
【０１１６】
　いくつかの構成においては、第１のピエゾ抵抗器５１２および第２のピエゾ抵抗器５２
０は、それらがその上に配設される基板について垂直に配置される。この構成により、第
１の電圧信号５１０ａの値が、基板の主な表面に平行な第１の方向における歪みに関連し
、第２の電圧信号５１８ａの値が、基板の主な表面に水平、かつ第１の方向に垂直な第２
の方向における歪みに関連する。この構成により、基板の主な表面に平行ないずれの方向
における基板の歪みをも、ピエゾ抵抗器５１２、５２０によって感知可能である。
【０１１７】
　いくつかの構成においては、結合回路５３２は、増幅信号５２６、５３０と、第１のサ
ンプリング信号５３４および第２のサンプリング信号５３６の差との和として、出力信号
５５２および結果生じる利得調整信号５５４を供給する。他の構成においては、結合回路
５３２は、増幅信号５２６、５３０と、第１のサンプリング信号５３４および第２のサン
プリング信号５３６の２乗平均平方根（ＲＭＳ）差とのＲＭＳ和として、出力信号５５２
および結果生じる利得調整信号５５４を供給する。さらなる他の構成、具体的には、磁場
感知素子５２４の感度は、それがその上に配設される基板の歪みの非線形関数であるため
の構成においては、結合回路５３２は、他のやり方で、増幅信号５２６、５３０と、サン
プリング信号５３４、５３６とを結合することが可能である。
【０１１８】
　ローパスフィルタ５７４は、基本的には、上述の電流パルス５６２から生じる増幅信号
５６４におけるパルスを取り除き、回路５００が測定することを意図される磁場のみを示
すフィルタリング信号５７６を出す。フィルタリング信号５７６が、第２のサンプリング
信号５６４に類似していること、および他の実施形態においては、どちらの信号も相互置
換え可能に使用可能であることは理解されるであろう。したがって、フィルタリング信号
５７６は、結合回路５３２に対して破線により結合されるように示される。
【０１１９】
　動作中、利得調整信号５５４は、電流信号５６６を調整し、そのため、利得調整信号５
５４が供給されなかった場合よりも、第１のピエゾ抵抗器５１２および第２のピエゾ抵抗
器５１２によって感知される歪みに関連し、また、ホール効果素子５２４の磁場感度に関
連するホール効果素子５２４の感度は、歪みおよび温度逸脱の存在下で、回路５００の感
度をより一定に保つ傾向がある。
【０１２０】
　フィードバック回路５０２は、電流源５６４によってホール効果素子５２４と関連付け
られる利得を制御するように示されているが、他の実施形態においては、利得調整信号５
５４は、前置増幅器５７２の代わりに利得調整可能な前置増幅器に印加可能である。
【０１２１】
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　いくつかの代替の構成においては、回路５００は、ピエゾ抵抗器５１２、５２０のうち
の一方のみを有する。
　次に、図５を参照すると、図２～図４Ｂにおいて先に示したピエゾ抵抗器および電流導
体の構成のより詳細を示す様々な物理的構成が示されている。
【０１２２】
　次に、図５を参照すると、第１のピエゾ抵抗器５０４および第２のピエゾ抵抗器５０６
が、磁場感知素子５０２に隣接している。この構成は、少なくとも図２および図２Ａと併
せて示し、説明する。上述したように、いくつかの構成においては、第１のピエゾ抵抗器
６０４および第２のピエゾ抵抗器６０６は、それらがその上に配設される基板（図示せず
）について垂直に配置される。
【０１２３】
　次に、図６を参照すると、電流導体６１２が、磁場感知素子６１０に隣接している。こ
の構成は、少なくとも図３～図３Ｂと併せて示し、説明する。図３～図３Ｂの電流導体１
６４および２５２は、それぞれの磁場感知素子を囲むコイルであるように示しているが、
導体は、図３～図３Ｂに示すようにコイルか、または図６に示すように磁場感知素子に隣
接するコイルでないものかのいずれかであってもよいと認識すべきである。
【０１２４】
　次に、図７を参照すると、第１のピエゾ抵抗器６１２および第２のピエゾ抵抗器６１６
が、磁場感知素子６２０に隣接している。第１の導体６１４は、第１のピエゾ抵抗器６１
２を部分的に囲み、第２の導体６１８は、第２のピエゾ抵抗器６１６を部分的に囲む。こ
の構成は、少なくとも図４および図４Ａと併せて示し、説明する。図４および図４Ａの電
流導体３１４、３２２、４１４、４２２は、それぞれのピエゾ抵抗器を全体的に囲むコイ
ルであるように示されているが、導体は、図４および図４Ａに示すようにコイルか、また
は図７に示すようにオープンコイルか、または図６に示すようにコイルでないものかのい
ずれかであってもよいことを認識すべきである。
【０１２５】
　次に、図８を参照すると、電流導体６３２が、磁場感知素子６３０に隣接している。こ
の構成は、少なくとも図３～図３Ｂと併せて示し、説明する。図３～図３Ｂの電流導体１
６４および２５２は、それぞれの磁場感知素子を囲む単一のループコイルであるように示
されているが、導体は、図３～図３Ｂに示すように単一のループコイルか、図８に示すよ
うにマルチループコイルか、または図６に示すように磁場感知素子６３０に隣接するコイ
ルでないものかのいずれかであってもよいことを認識すべきである。
【０１２６】
　電流源（例えば、図２Ａの１３６）によって駆動されるホール効果素子（例えば、図２
Ａの１０８）が上述されているが、他の実施形態においては、電流源は、電圧源（例えば
、制御可能な電圧源）によって、または抵抗器と直列の電圧源によって置換え可能である
。
【０１２７】
　本明細書に述べる全ての参照は、それら全体を参照によって本明細書に本明細書によっ
て組み込む。
　本発明の好ましい実施形態を説明してきたが、ここで、それらの概念を組み込んだ他の
実施形態が使用可能であることは当業者には明白になるであろう。そのため、これらの実
施形態は、開示する実施形態に限定すべきでなく、むしろ添付の特許請求の範囲の趣旨お
よび範囲によってのみ限定すべきであると思われる。
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